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1.はじめに 

小型で安価なビームスキャナは，自動運転の車
載 LiDAR などへの応用として期待されている．
本研究では，一方向性結合を可能にする面発光レ
ーザ(VCSEL)を集積した非機械式のビームスキ
ャナを提案する．先行研究では，DBR 導波路を
用いて外部光源からの波長を可変することでビ
ームの掃引を行い，1000 点以上の解像点数を実
現した[1]．またDBR導波路に活性層を埋め込み，
電流注入により出力を増幅する SOA ビームスキ
ャナを用いることで，パルス動作で 200mW 以上
の出力が確認されている[2]．我々はこれまでに
光源と導波路型ビームスキャナを集積化したデ
バイスを提案し，13°の角度掃引幅と 30 点以上
の解像点数を実現している[3]．一方で出力が低
く，解像点数もさらなる向上が必要であるなどの
課題が残っている．我々の研究室では，光源とビ
ームスキャナの結合効率を改善するための新た
な構造を提案している[4]．今回は当該構造にお
ける波長掃引幅と角度掃引幅のシミュレーショ
ンを行ったため報告する．併せてデバイスの概要
と動作原理についても説明する． 

2.デバイス概要 

Fig.1 に(a)デバイス断面と(b)上面の概略図を示
す．デバイスは光源である VCSELとビームスキ
ャナである SOA(Semiconductor Optical Amplifier)

が横方向にモノリシック集積されている．両素子
間にはイオン注入によって電気的に分離されて
おり，光のみが結合する．VCSEL の上部を一部
エッチングすることで共振器長が変化し，両素子
間でカットオフ波長を離調させることが可能と
なり，巨大な波長差が得られる．レーザ発振を得
るために誘電体 DBRを積層する． 

3.シミュレーション結果 

Fig.2 に両素子間で得られる波長掃引幅と角度
掃引幅のシミュレーションを光波解析ソフトを
用いて行った結果を示す．VCSEL のエッチング
深さを約 70nm とすると，λ1 は 981nm，λ2 は
997nmとなり，波長差Δλは 16nmとなる．ここ
で，VCSELと SOAの各領域について，熱光学効
果による長波長側への波長変化を 6nmとすると，
全体の波長掃引幅は 10〜22nmとなり，角度掃引
幅は 14°となる． 

4.まとめ 

 本研究室で提案するカットオフ波長離調構造
により，同様構造で最大の角度掃引幅 14°が得
られることを示した．VCSEL のエッチング深さ
の最適化により更なる波長掃引幅の増大が期待

できる．今後は設計したデバイスの製作を行う． 
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Fig.1 Device schematic of (a)cross sectional and 

(b)top view. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Simulation result of deflection angle changes 

by wavelength difference from SOA scanner 
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